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Anotace

V této vyzkumné zpravé je popsan navrh a konstrukce silového obvodu dvojitého
jednofazového stfidace s SiC tranzistory. Popsany méni¢ je uvazovan jako alternativa ke
stdvajicimu reseni izolujicich DC-DC ménicl ve struktufe ménica pro pomocné pohony, které
je na primarni strané zaloZzeno na dvojici rezonancnich stfidacd se 1700V IGBT prvky se
spinaci frekvenci 20kHz. Alternativni feSeni pfedpoklada snizené napéti v meziobvodu, které
umoznuje ke konstrukci ménice vyuZit vysokorychlostni 1200V SiC JFET spinace, coZ
nasledné, diky dosazitelnym spinacim frekvencim az 100kHz, vede k hmotnostné a cenové
vyhodnéjSim parametriim pasivnich komponent obvodu.



